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1 Bei diesem Bericht handelt es slch urn den internationalen vorlaufigen PrOf ungsbericht, der von der mit der 

internationalen vorlaufigen PrOfung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 Obermrttelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 1 0 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht AN LAG EN bei; diese umfassen 

a. S (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 4 Blatter; dabel handelt es sich urn 

IS Blatter mit der Beschreibung, AnsprOchen undtoder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 

zugrunde liegen, und/bder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 

70.16 und Abschnitt 607 der Verwartungsvorschriften). 
□ Blatter, die frOhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 

GrQnden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die tiber den Offenbarungsgehalt der 

internationalen Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b □ (nur an das Internationale BQro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derfles elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , derflie ein Sequenzprotokoll undbder die dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wle im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 





Feld 


Nr. 


I 


□ 


Feld 


Nr. 


II 


□ 


Feld 


Nr. 


III 




Feld 


Nr. 


IV 




Feld 


Nr. 


V 


□ 


Feld 


Nr. 


VI 


□ 


Feld 


Nr. 


VII 




Feld 


Nr. 


VIII 



Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

BegrOndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stfltzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefOhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Feld Nr. 1 Grundlage des Berlchts 



Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

n Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der ^ S un! die Sprache der Obereetzung handelt, die f Qr folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23,1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorlaufige PrGfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

o Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmlld^ nach Artikel 14 bin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benchts a/s 

"ursprQnglich eingereicht 11 und sind ihm nicht beigefQgt): 

Beschreibung, Seiten 

1 ^ 7 In der ursprQnglich elngereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 -1 5 eingegangen am 24.06.2005 mit Schreiben vom 08.06.2005 

Zeichnungen, Blatter 

1y 3_ 3/ 3 In der ursprQnglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll undybder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefQgten und nfchstehend 
" aufgeiisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden "ach 
AuffSsung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnglich eingereichten Fassung hmausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der BemerJcungr 
"erse tzt" versehen werden. 
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Feld Nr. IV Mangelnde EinheitHchkeit der Erfindung 



1 . □ Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 

Anmelden 

□ die Anspruche eingeschrankt. 

□ zusatzliche Gebuhren entrichtet 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

□ weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche GebQhren entrichtet. 

2. El Die Behorde hat festgestellt, daB das Erfordemis der EinheitHchkeit der Erfindung * 

gemaR Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung 
zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Auffassung, daB das Erfordemis der EinheitHchkeit der Erfindung nach den Regeln 1 3.1 , 
13.2 und 13.3 

□ erfullt ist. 

12 aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 
siehe Beiblatt 

4. Daher ist der Bericht fQr die folgenden Teile der internationalen Anmeldung erstellt worden: 
12 alle Teile. 

□ die Teile, die sich auf die Anspruche mit folgenden Nummern beziehen: . 

Feld Nr V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 

TStigteit : und i d« gewerblichen Anwlndbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung „ , 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: 


Anspruche 


1-15 


Nein: 


AnsprQche 




Ja: 


Anspruche 


1-11 


Nein: 


Anspruche 


12-15 


Ja: 


Anspruche: 


1-15 


Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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F eld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche ii 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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Zu Punkt iy _ 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Diese Behorde hat festgestellt, daB die Internationale Anmeldung mehrere Erfindungen 
Oder Gruppen von Erfindungen enthalt, die nicht durch eine einzige allgemeine 
erfinderische Idee verbunden sind (Regel 13.1 PCT), namlich: 

Anspruche 1-11: Verfahren zum Strukturieren eines Tragermaterials 

Anspruche 12-15: Feldeffekttransistor mit einem Steuerbereich, der mindestens zwei 
Steuerabschnitte enthalt 

Aus den folgenden Grunden hangen diese Erfindungen/Gruppen nicht so zusammen, 
daB sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Regel 13.1 PCT): 

Der Anmeldung fehlt die nach Art. 3 (4) (Hi) und 17 (3) (a) PCT erforderliche 
Einheitlichkeit, da die beiden Erfindungen kein gemeinsames erfinderisches Konzept 
aufweisen. 

Die Methode nach Anspruch 1 beschreibt eine Strukturierung eines Tragermaterials 
mittels einer Hilfsschicht. Das mittels dieser Methode hergestellte Produkt ist ein 
strukturiertes Tragermaterial mit einem Fullmaterial innerhalb der Aussparung. 

Das von dieser Erfindung (Anspruche 1-11) geloste technische Problem ist die 
Herstellung von Strukturen mit Abmessungen kleiner als die halfte der 
fotolithografischen Wellenlange (vgl. Seite 1, Zeile 22-26 der Beschreibung). 

Bei den Produkten der Anspruche 12-15 handelt es sich urn Feldeffekttransistoren mit 
zwei Steuerbereichen. 

Das von dieser Erfindung (Anspruche 12-15) geloste technische Problem ist die 
Bereitstellung von Transistoren, die im Vergleich zu Einfach-Finnen- 
Feldeffekttransistoren verbesserte und neue elektrische Eigenschaften aufweisen (vgl. 
Seite 6, Zeile 9-10 der Beschreibung). 
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Weiterhin ist das gemeinsame technische Merkmal "Vorsprung im Halbleitersubstrat" 
bereits aus Dokument D2 bekannt. 

Da durch die verschiedenen Erfindungen unterschiedlich technische Probleme gelost 
werden, fehlt die erforderliche Einheitlichkeit der Erfindung. 



Zu PunktV 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf das/die folgende/folgenden Dokument/e verwiesen: 

D1 : US-B1 -6 605 541 (YU ALLEN S) 1 2. August 2003 (2003-08-1 2) 

D2: US 2002/01 1 61 2 A1 (HIEDA KATSUHIKO) 31 . Januar 2002 (2002-01 -31 ) 



1. Unabhangige Anspriiche 
1.1 Erfinderische Tatigkeit 

Die voriiegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der 
Gegenstand des Anspruchs 12 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von 
Artikel 33(3) PCT beruht. 

1.1.1 Das Dokument D2 (fig. 80) wird als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber 
dem Gegenstand des Anspruchs 12 angesehen. Es offenbart: 



Einen Feldeffekttransistor, 

mit zwei Kanalanschlussbereichen (Source/Drain), mit einem Steuerbereich (Gate/Kanai), 
der mindestens zwei Steuerbereichsabschnitte enthalt (Kanal in linker und Rechter 
Seitenwand des Vorsprungs), 

mit einem als Vorsprung eines einkristallinen Substrates ausgebildeten aktiven Bereich, 
der einerseits zwischen den Kanalanschlussbereichen und andererseits zwischen zwei 
Steuerbereichsabschnitten angeordnet ist und mit elektrisch isolierenden Teilbereichen 
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(Gateisolator), die zwischen den Steuerbereichsabschnitten und dem aktiven Bereich 
angeordnet sind, 

wobei der Vorsprung durch ein elektrisch isolierendes Isoliermaterial (Feldisolation) an 
seiner Basis vom Substrat getrennt ist. 

Der Gegenstand des Anspruchs 12 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Feldeffekttransistordadurch, dass das Isoliermaterial am Vorsprung in dem einkristallinen 
Substrat lateral endet. 

Bei diesem Merkmal handelt es sich jedoch urn ein Artefakt des Herstellungsprozesses, 
welches, insbesondere bei der Herstellung mlt einem anderen ProzeB (zum Beispiel bei 
der Maskierung einer Seite des Transistor aus D2, fig.8 und anschlieBender Entfemung 
mittels eines Atzschrittes), keinen technischen Effekt hervorruft und daher auch kein 
technisches Problem lost. Ohne einen solchen Effekt kann das Merkmal nicht zu einer 
erfinderischen Tatigkeit beitragen, wenn der beanspruchte Gegenstand auch ohne dieses 
Merkmal keine erfinderische Tatigkeit enthalten wurde. Dies ist im Anspruch 12 der Fall, 
da ein solcher Gegenstand bereits aus D2 bekannt ist. Der technische Effekt der 
Feldisolation liegt sowohl im Stand der Technik, als auch in der vorliegenden Anmeldung 
in der elektrischen Isolation des Vorsprungs gegenuber dem Substrat. Die Weglassung 
der Isolation jenseits einer Seite des Vorsprungs hat keinerlei Wirkung auf die Funktion 
des beanspruchten Transistors und verandert auch in keiner Weise die Isolation des 
Vorsprungs vom Substrat. Ein mittels dieses Merkmals zu losendes technisches Problem 
ist dem Fachmann weder ersichtlich, noch aus der Anmeldung zu entnehmen. 
Insbesondere tragt dieses Merkmal auch nicht zur Losung des in der Anmeldung 
genannten Problems (vgl. Seite 6, Zeile 9-10 der Beschreibung) bei. 
Auch bei der Betrachtung des zu losenden Problems als der Bereitstellung einer 
Alternative zum Stand der Technik Oder genauer als Modifikation des Standes der Technik 
unter Beibehaltung der technischen Funktionalitat, kann der Gegenstand aus folgenden 
Grunden nicht als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend angesehen werden: 
Das so formulierte Problem wird zweifelsohne durch den Gegenstand des Anspruchs 12 
gelost. Da dem Fachmann die Wirkungsweise der Feldisolation bekannt ist, wurde er 
jedoch jedwede Veranderung an der Oxidschicht, die nicht die Isolation des Vorsprungs 
beeintrachtigt, als geeignete Alternative in Betracht Ziehen, urn das gestellte Problem zu 
losen. Anders ausgedruckt ware jede Modifikation and dem Bauelement, die die 
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Eigenschaften der Isolationsschicht in Bezug auf den Vorsprung nicht beeintrachtigt, ein 
offensichtliche Modifikation, da jede dieser Losungen unmittelbarfur den Fachmann 
ersichtlich in gleicher Weise sinnvoll (oder sinnlos) ware. 

1.1.2 Das Dokument D1 (Abbildungen 3A-K und zugehorige Beschreibung) wird als 
nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem Gegenstand des Anspruchs 1 an- 
gesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammem beziehen sich auf dieses Dokument): 

ein Verfahren zum Strukturieren, 

bei dem die folgenden Verfahrensschritte ausgefuhrt werden: 
Aufbringen einer Hilfsschicht (304) auf ein Tragermaterial (103, 104), 
Strukturieren der Hilfsschicht und des Tragermaterials unter Erzeugen einer 
Aussparung, 

Aufweiten der Aussparung im Bereich der Hilfsschicht, wobei die Aussparung im 
Bereich des Tragermaterials nicht oder nicht so stark wie im Bereich der Hilfsschicht 
aufgeweitet wird, 

Auffiillen der aufgeweiteten Aussparung mit einem Fullmaterial (340), 
Entfemen der Hilfsschicht nach dem Auffiillen, 

Strukturieren des Tragermaterials unter Verwendung des Fullmaterials und unter 
Erzeugung mindestens einer weiteren Aussparung. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von diesem bekannten 
Verfahren dadurch, dass die Aussparung nach deren Erzeugung durch das Struktuneren 
der Hilfsschicht und des Tragermaterials durch isotropes Ruckatzen aufgeweitet wird. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, 
die Strukturierung der Hilfsschicht und damit des darunterliegenden Tragermaterials im 
sublithographischen Bereich zu ermoglichen. 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) 
PCT): 
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Das Verfahren gemaB Dokument D1 verwendet einen Offset-Maskenschritt, urn Strukturen 
mit einem Abstand von der halben Auflosung des lithographischen Verfahrens zu 
erzeugen. Hierzu wird ein Offset-Maskenverfahren eingesetzt, welches zwei 
Maskenschritte benotigt. Die Erzeugung der Aussparung und das Aufweiten erfolgen, 
wahrend die Struktur mit der zweiten Offset-Maske abgedeckt ist, wohingegen die 
Hilfsschicht mittels der ersten Maske strukturiert wird. Das Aufweiten der Offnung und das 
weitere Strukturieren der Hilfsschicht stellen somit ein und den selben Schritt dar. Die 
GroBe der Aufweitung ist demnach beschrankt auf den halfte der Strukturbreite der Maske. 
Durch die Aufweitung der Hilfsschicht nach dem Strukturieren mittels eines anisotropen 
Atzschritts erfolgt die Definition der Strukturbreite durch die Wahl der Atzparameter, die 
nicht den Gesetzen der optischen Lithographie unterliegen. Daher lassen sich mit dem 
Verfahren gemaB Anspruch 1 Strukturen herstellen, deren Dimensionen nicht abhangig 
sind von der optischen Lithographie. Solch eine Vorgehensweise wird durch den 
vorhandenen Stand der Technik nicht nahegelegt. Der Gegenstand des Anspruches 1 
beruht daher auch auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

2. Abhangige Anspruche 
2.1 Erfinderische Tatigkeit 

2.1.1 Die abhangigen Anspruche 13-15 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit 
den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des 
PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit erfullen. Die Grunde dafur sind die 
folgenden: 

Ein Hohenunterschied von 1 nm liegt deutlich innerhalb der ProzeBtoleranz der 
ublicherweise zur Herstellung solcher Strukturen eingesetzten Verfahren, was relevant fur 
Anspruch 13 ist. 

Die Merkmale des Anspruchs 14 sind bereits in D2 offenbart. 

Fur die Merkmale aus Anspruch 15 gelten, unter Vernachlassigung der Einwande unter 
Re Item VIII, die gleich Einwande, die in Bezug auf den unabhangigen Anspruch 12 
gelten, das es sich hier ebenfalls nur urn eine Alternative ohne technischen Effekt handelt. 
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Anspruch 15 beruht daher auch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. 

2.1.2 Die Anspruche 2-11 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls 
die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

Zu PunktVIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse der Artikel 5 und 6 PCT, weil die Anspruche 
13 und 15 nicht klar sind. 

Anspruch 13 ist nicht klar, da die Bezugsebenen fur die Messung des Abstandes D nach 
durchgefuhrte Oxidation im fertigen Bauelement nicht mehr existieren. Das ursprungliche 
Niveau der Halbleiteroberflache wird durch die Oberflache des Oxides ersetzt, welches 
insbesondere bei thermischer Oxidation deutlich hoher liegt als vomer und bei 
abgeschiedenem Oxid ProzeBtoleranzen aufweisen kann, die deutlich hoher sind, als 1 
nm. 

Es ist nicht klar im Anspruch 15, wie eine vollstandige Isolation des Vorsprungs erreicht 
werden kann, ohne dass die Isolationsschicht uber diesen Hinausragt. AuBerdem ist dem 
Fachmann nicht bekannt, wie eine solche Isolationsschicht, insbesondere mit den in der 
Anmeldung vorgeschlagenen Verfahren, hergestellt werden kann. Begriindet durch die 
ablaufenden physikalischen Vorgange, wird sich sowohl beim Unteratzen, als auch bei der 
Feldoxidation unterhalb des Vorsprungs keine gerade laterale OxidationsVAtzfront 
ausbilden. Daher wird das resultierende Oxid eher eine Gestalt wie in Abbildung 80 (D2) 
annehmen. Daher wird es in jedem Fall notwendig sein, dass eine ausreichende 
ProzeBtoleranz vorgesehen wird, wobei dies nur erreicht werden kann, wenn wenigstens 
ein Teil der Isolationsschicht uber den Vorsprung hinausragt. 
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Pat entanspr ache 



1. Verfahren zura Strukturieren, 

bei dem die folgenden Verf ahrensschritte ausgefuhrt werden: 
5 Aufbringen einer Hilfsschicht (14, 14c) auf ein Tragermateri- 
al (12, 10c), 

Aufbringen einer Maskenschicht (16, 16c) auf die Hilfsschicht 
(14, 14c) vor dem Erzeugen einer Aussparung (18, 18c), 
Strukturieren der Maskenschicht (16, 16c) mit einem lithogra- 

10 fischen Verfahren, 

Strukturieren der Hilfsschicht (14, 14c) und des Tragermate- 
rials (12, 10c) unter Erzeugen der Aussparung (18, 18c) gemali 
der strukturierten Maskenschicht (16, 16c), 
danach Aufweiten der Aussparung (18, 18c) im Bereich der 

15 Hilfsschicht (14, 14c) durch isotropes Ruckatzen, wobei die 
Aussparung (18, 18c) im Bereich des Tragermaterials (12, 10c) 
nicht oder nicht so stark wie im Bereich der Hilfsschicht 
(14, 14c) aufgeweitet wird, 

Auffiillen der auf geweiteten Aussparung (18b, 18d) mit einem 
20 Fullmaterial (22, 22c), 

Entfernen der Hilfsschicht (14, 14c) nach dem Auffiillen, 
Strukturieren des Tragermaterials (12, 10c) unter Verwendung 
des Fiillmaterials (22, 22c) als Maske und unter Erzeugen min- 
destens einer weiteren Aussparung. 



25 



30 



2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch den Schritt: 

Planarisieren des Fullmaterials (22, 22c) vor dem nochmaligen 
Strukturieren . 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, da - 
durch gekennzeichnet, dass es zum Erzeugen 
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einer minimalen Strukturbreite kleiner als einhundert Nanome- 
ter verwendet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 

5 zeichnet, dass es zum Erzeugen einer minimalen Struk- 
turbreite kleiner als fiinfzig Nanometer verwendet wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, g e - 
kennzeichnet durch die Schritte: 

10 Ausbilden einer Maskenschicht (12) als Tragermaterial vor dem 
Aufbringen der Hilfsschicht (14), 

Strukturieren eines Grundmaterials (10) unter Verwendung der 
Maskenschicht (12) nach dem Strukturieren des Tragermaterials 
(12) unter Verwendung des Fiillmaterials (22) . 

15 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, g e - 
kennzeichnet durch den Schritt: 

Verwenden eines Halbleitermaterials (10c) als Tragermaterial 
(10c), insbesondere eines einkristallinen Halbleitermaterials 

20 (10c) • 

7. Verfahren nach Anspruch 6, gekennzeichnet 
durch den Schritt: 

Ausbilden mindestens einer Schicht (50, 52) in der aufgewei- 
25 teten Aussparung (18d) vor dem Auf fallen, insbesondere einer 
elektrisch isolierenden Schicht (50) und einer elektrisch 
leitfahigen Schicht (52) . 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 

30 zeichnet, dass die Schicht (50, 52) mit einem Verfah- 
ren nach einem der Anspruche 1 bis 5 strukturiert wird. 
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9. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 8, gekenn- 
zeichnet durch die Schritte: 

Fullen der weiteren Aussparung mit einem weiteren FUllmateri- 
al (70), 

5 Entfernen des zur Strukturierung dienenden FOllmaterials (22, 
22c) nach dem Fallen der weiteren Aussparung. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 8, gekenn- 
zeichnet durch die Schritte: 

10 teilweises Entfernen des FOllmaterials (22, 22c) aus der Aus- 
sparung (18, 18c), wobei ein Teil des Bodens der Aussparung 
(18, 18c) freigelegt wird und ein anderer Teil des Bodens der 
Aussparung (18, 18c) mit Fullmaterial (22, 22c) bedeckt 
bleibt . 

15 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 bis 10, g e k e n n - 
zeichnet durch den Schritt: 

Oxidation des Halbleitermaterials (10c) im Bereich zwischen 
der Aussparung (18c) und der weiteren Aussparung, insbesonde- 
20 re in einem sich von der Aussparung (18c) zu der weiteren 
Aussparung erstreckenden Zwischenbereich, 

vorzugsweise vor dem Entfernen des FUllmaterials (22c) und 
vorzugsweise nach dem Erzeugen einer Oxidationsschutzschicht 
(80) an mindestens einer Seitenwand der weiteren Aussparung - 

25 

12. Feldef fekttransistor (100), 

mit zwei Kanalanschlussbereichen (104, 106), 

mit einem Steuerbereich (52, 62), der mindestens zwei Steuer- 
bereichsabschnitte enthalt , 
30 mit einem als Vorsprung (56) eines einkristallinen Substrates 
(10c) ausgebildeten aktiven Bereich, der einerseits zwischen 
den Kanalanschlussgebieten (104, 106) und andererseits zwi- 
schen zwei Steuerbereichsabschnitten angeordnet ist, 
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und mit elektrisch isolierenden Isolierbereichen (50, 60), 
die zwischen den Steuerbereichsabschnitten und dem aktiven 
Bereich (56) angeordnet sind, 

wobei der Vorsprung (56) durch ein elektrisch isolierendes 
5 Isoliermaterial (82) an seiner Basis vom Substrat (10c) ge- 
trennt ist, 

und wobei das Isoliermaterial (82) am Vorsprung (56) in dem 
einkristallinen Substrat (10c) lateral endet. 

10 13. Feldef fekttransistor (100) nach Anspruch 12 , dadurch 
gekennzeichnet , dass zwei an der Basis des Vor- 
sprungs liegende Seitenf lachen des Vorsprungs (56) quer an 
zwei Substratf lachen des Substrats (10c) grenzen, die in zwei 
zueinander beabstandeten Ebenen angeordnet sind, wobei der 

15 Abstand (D) grofter als ein Nanometer , grofcer als drei Nanome- 
ter oder grofier als ftinf Nanometer ist. 

14. Feldef fekttransistor (100) nach Anspruch 12 oder 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerbe- 

20 reichsabschnitte an den beiden Seitenf lachen des Vorsprungs 
(56) ausgebildet sind, 

15. Feldef fekttransistor (100) nach einem der Anspruche 12 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das I- 

25 soliermaterial (82) nicht iiber mindestens eine Seitenf lache 
des Vorsprungs (56) hinausragt . 
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